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１．概要（Summary） 

 シリコンを材料とした量子型赤外線フォトディテクタは、

一般的な CMOS プロセスとの整合性があり、なおかつ材

料が安価なので、ゲルマニウムや水銀カドミウムテルルな

どを利用したものと比較して、多くの優位性がある。ただし、

シリコンはバンドギャップが赤外光のエネルギと比較して

大きいため、単体では赤外光を検出できず、シリコン表面

に金属薄膜を成膜し、界面に形成されるショットキー障壁

を利用した赤外線検出方法が広く用いられている。光検

出感度を高めるために、プラズモニックアンテナなどのナ

ノ構造により光吸収率を高める研究が近年なされているが、

検出波長帯が近赤外域に限定されており，動作波長帯の

長波長化が大きな課題であった。 

本研究では、Si ピラー構造に金をコーティングしたナノ

アンテナ構造による光吸収と、ナノアンテナ構造にバイア

ス電圧を印加することによる大幅なショットキー障壁低下

の効果を組み合わせた、中赤外シリコンフォトディテクタに

ついて報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ・電子顕微鏡 

【実験方法】 

 デバイスの観察において、電子顕微鏡を利用した。ナノ

アンテナ構造に逆バイアスを印加することにより、ショット

キー障壁の低下をはかった。同時に、黒体炉から放射さ

れる光を、中赤外光以上の波長の光のみを通すロングパ

スフィルタを通してデバイスに照射し、光検出能力を検証

した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 バイアス電圧が印加されていない状態では、光信号は

検出されていないが、バイアス電圧を−5 Vに変えると、変

調周波数において明瞭なピークが検出された。別途、ア

ンテナを有しないデバイスで同様の実験を行ったところ、

光信号の検出はできなかったため、ナノアンテナ構造とバ

イアス電圧印加の双方が揃ったときに中赤外検出が可能

となることが分かった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし． 
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